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Cristal photonique 2D InP et miroir de Bragg SI/SIO
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Controle du facteur de qualité pour des structures t out silicium
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Variation du facteur de qualité

Diagramme de bandes du CP2D. Variation de l'intensité extraite en fonction de la  distance Bragg-CP. en fonction de la distance Bragg-CP.
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